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１．概要（Summary） 

現在フレキシブルエレクトロニクスが注目されている。フ

レキシブルエレクトロニクスは、薄くて柔らかく、曲げる、或

いは巻くことができる電子回路技術である。フレキシブル

エレクトロニクスの半導体材料として、有機物半導体や酸

化物の半導体が知られている。これらの半導体は移動度

が低い。そこで、Siよりも移動度が高く、融点が低いGeに

がフレキシブルデバイスとして注目されている。プラスチッ

ク上で Ge を形成するには非常に低い温度で多結晶化し

なければならない。そこで Cu を使うことによって低温で結

晶化する手法（Cu-MIC）を選択している。 

我々は以下の Cu-MICの成長メカニズムを提案してい

る。 熱処理を行うと Ge と Cuの界面で Cu3Ge固体触媒

が形成され、Cu3Geが運動することによって運動した後に

単結晶 Geが形成される。 

SIMS分析を用い、Cu分布の視点から成長メカニズム

を検証することを目的としている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

二次イオン質量分析機(SIMS) 

【実験方法】 

ガラス基板上にスパッタリング装置を用いて Ge/Cu/Ge

の順に層状に成膜した。それぞれの時間は 60/３/60秒で

ある。トータルの Ge膜厚は 30 nmになるように設定され

ている。次にプラズマCVDを用いてSiO２の成膜を行った。

熱処理時における昇華を防ぐためのキャップ層の役割で

ある。そのサンプルに対して 300℃１hまたは 400℃１hの

熱処理を行った。Cu の分布計測は二次イオン質量分析

（SIMS分析）を用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

スパッタリングによりGe/Cu/Geの 3層成膜を行っており、

SIMS分析においても3層の成分が検出されることを期待

した。しかし、SIMS 分析を行うと Cu が Ge に挟まれた形

式で検出されないことが明らかになった。他の分析メーカ

ーで同様の分析したところ 3 層が検出された。担当者とも

協議を行った結果、RNBSの SIMS分析の限界と判断し、

研究を終了した。 

今回の膜厚は全体で 30 nm と非常に薄いことから、こ

のような結果になったと推測される。厚い膜に対しては、

十分な分析が行えると考えられる。 
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